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| Wechselwirkung neutraler Atome
und homoopolare Bindung nach der Quantenmechanik .

Von W. Heitler und F. London in Ziirich.
Mit 2 Abbildungen. (Eingegangen am 30.Juni 1927.)

Das Kriftespiel=zwischen neutralen Atomen zeigt eine charakteristische quanten-

~mechanische Mehrdeutigkeit. Diese Mehrdeutigkeit scheint geeignet zu sein, die
_verschiedenen Verhaltungsweisen zu umfassen, welche die Erfahrung liefert: Bei
Wasserstoff z. B. die Moglichkeit einer homgéopolaren Bindung, bzw. elasti-
scher Reflexion, bei den Edelgasen dagegen nur die letztere — und zwar
(dies bereits als Effekte erster Niherung von ungefihr der richtigen Grife. Bei
der Auswahl und Diskussion der verschiedenen Verhaltungsweisen bewihrt sich
das Pauliprinzip auch hier, in Anwendung auf Systeme von mehreren Atomen.

Zs. f. Phys., 44, 455-472 (1927)
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Fig. 1. Potential zweier neutraler HsAtome.
homoéopolare Anziehung,
elastische Reflexion.)
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Fig. 1. Potential zweier neutraler HsAtome.
(E, = homoopolare Anziehung,
Elg — elastische Reflexion.)

© Springer. All rights reserved.This content is excluded from our Creative Commons license. For more information, see
Source: Fig. 1 in Heitler, W., and F. London. "Wechselwirkung neutraler Atome und homoopolare Bindung nach der
Quantenmechanik." Zeitschrift fir Physik A: Hadrons and Nuclei 44 (1927): 455-472.



http://ocw.mit.edu/fairuse




overlap

Conduction
band

eragy

Fermi level

-
L
-
o
I
-
L
E
el

semiconductor insulator

Image by on Wikipedia.
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Courtesy of Elsevier, Inc.,

Courtesy of Elsevier, Inc.,

. Used with permission.
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Compound Semiconductors

band gap energies, E, (eV)

Group 14 [HI-V
C 54 AIN 6.3 GaN 3.2 InN 2.1
St 1.1 AlIP 3.0  GaP 2.25 InP 1.27

Ge 0.72 AlAs2.3 GaAs 1.34 InAs 0.33
Sn  0.08 AISb1.52 GaSb0.70 InSb 0.18

[I-VI
CdS  2.45 /n0O 3.3
CdSe 1.47

CdTe 1.45



Compound Semiconductors

band gap energies, E &eV)
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Group 14,c(®®” W0 M-V wnet o5
C 54 AIN 6.3 A GaN 32 InN 2.1
Si 1.1 AIP 3.0 | GaP 225 InP 1.27

Ge 0.72 AlAs2.3 GaAs 1.34 InAs 0.33
Sn  0.08 AISb1.52 GaSb0.70 InSb 0.18

[I-VI
CdS  2.45 /n0O 3.3
CdSe 1.47

CdTe 1.45



Compound Semiconductors

band gap energies, E Sa &eV)
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Group 14 c(© \NC 1-V o oS
C 54 A AING63 A GaN 32 InN 2.1
Si 1.1 | AIP 3.0 | GaP 225 InP 127
Ge 072 | AlAs2.3 | GaAs134 InAso.
Sn 0.08  AISb1.52  GaSb 0.7()@“19/8;
[1-V1
CdS 245 7 ZnO 33
CdSe 147

CdTe 1.45



Compound semiconductors
in tratfic

red. GaAspsPoa4
E,=197eV A= 660 Nnm

yellow: GaAso 15Po ss
E,=2.14¢eV A =590 nm

green: GaP
E,=2.76¢eV A = 565 nm
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